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 المستخلص

كطئزز لبواسطةة تقييطة التب طر الرطرالى   ط   ZnSرقيقة من كبريتيد الزنك الفلام  الأتم ترسيب 

وقد لطوح  ن  (. نئنومتر .02 ،011 ،5585 ،5.85)زجئجية فلي دلجة حرالة الغرفلة بسمئكئت م ت فة 

تأثير الت دين لمدة سئ ة واحدة فلي الهطوا  دُلس . لاختامف سمئكة الأفلام  ئلو  الأغشية الرقيقة ي ت ف تبع  

  طط  ال ئططئزه الهي  يططة والمولفلولوجيططة وال هربئزيططة  ،ميويططة دلجططة 011ودلجططة ميويططة  211 يططد 

غشية الرقيقة مطن للأ التركيبية ال ئئزه دلاسة وقد تمت. من كبريتيد الزنكوالبئرية للأغشية الرقيقة 

بييمطئ كبريتيد الزنك بواسةة حيطود الأعطعة السطييية، والم هطر ارل ترونطي المئسطلا بو الانبعطئل الم طئلي، 

ومةيططئف الأعططعة فلططوف البيفسطط ية  وإل ترمتططر كيي ططي ل قيئسططئت ال هربيططة المسططبئل بو اليقةتططيناسططت د  

نظهططر حيططود الأعططعة . ل قيئسططئت الئططوزية (ارسططب تروفلوتومتر) والمرزيططة والأعططعة ترططت الرمططرا  القريبططة

بريث تيطتمم فليهطئ الطتلات   ط  عط    ،متعددة التب ول فلي صولة  دنةالموغير  الم دنة غشيةلأان   السييية

كمئ ن  ثوابت الشب ية للأغشية الرقيقة تتقئلب تقريب ئ من القيم القيئسية ل بريتيد الزنطك فلطي حئلتط  . سداسي

طئ لطوح  ن  زيطئدة دلجطة حطرالة . رسطن مطن تب ول طئت العييطئتدة سطمئكة كمئ لوح  ن  زيطئ. الم سمة نيئ 

مطع ات طئم مفئط   ل ميع انع ئسئت الريود العييئتالت دين تعم      توحيد المستويئت الب ولية فلي جميع 

 بيبطئتكطتلك تمطت دلاسطة العوامط  الهي  يطة ل عييطئت ميط  ح طم الر. H( 2 1 1)    ططو  ات طئم للإنمئ  

الرقيقطة ولطوح  ن  سطةلا الأفلطام  يميط  إلط  ن   غشطيةتم فلره التشط   السطةري للأ. الان ام ئتوكيئفلة 

ئ  يد زيئدة السمئكة و  ئتدلجط مطعالمقئومطة اليو يطة  دلاسطة  امقطةنظهرت . لجة الررالةدي و  مت ئنس 

دلجطة  93 نفلي مدى دلجئت حرالة م من كبريتيد الزنك، الم دنةغير و الم دنة الررالة للأغشية الرقيقة

للأغشطية  اليو يطةتطي ف  المقئومطة ، كمطئ س وك نعبئم الموصطامت ،دلجة ميوية ل عييئت 201ل  إميوية 

 يطد  غشطية الرقيقطةللأ الرطرالى طئقطة التيشطي  إي طئدوقطد تطم . تهئالرقيقة من كبريتيطد الزنطك بزيطئدة سطمئك

دلجئت الررالة المي فئة والمرتفعة ووجدنئ ن  طئقة التيشي  وفل وة الةئقة ال هربية ل عييئت تي فئئ  

ئ غشية الرقيقةمع زيئدة سمئكة الأ تتميطز الأغشطية الرقيقطة مطن كبريتيطد الزنطك بئمتئطئف  طئلي فلطي . نيئ 

غشية الرقيقة مطن قطيم الامتئطئف تم ترديد فل وات الةئقة الئوزية للأ وقد .ميةقة الأععة فلوف البيفس ية

 .فلولت 9831فلولت إل   9823مئ بين  وتفئوتت
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       Abstract (English) 

 

     In this study, thin films of zinc sulfide (ZnS) were deposited by thermal 

evaporation technique on glass substrates at room temperature with various thicknesses 

of 58.5, 75.5, 100 and 128 nm.  The visual colors of the coating thin films are changed 

with change in thickness. The prepared samples are annealed at 200˚C and 400˚C for one 

hour in air. The structural, morphological, electrical and optical properties of as-

deposited and annealed films have been investigated  by X-ray diffraction (XRD), field 

emission scanning electron microscopy (FESEM), Kiethly electrometer and ultraviolet 

(UV), visible (VIS) and near infrared (NIR) spectrometer, respectivly. The XRD results 

showed the nature of both as-deposited and annealed films which is polycrystalline with 

hexagonal phase.  Furthermore the lattice constants of as-deposited and annealed thin 

films almost close from the standard values for bulk ZnS. The crystallinity of as-

deposited thin films improves with increasing the thickness of the thin films. The results 

indicated that the annealed films at 400˚C have a single phase in the XRD patterns with 

preferred orientation along the (0 0 2) H direction. The structural parameters such as 

grain size and dislocation density also were studied. The surface morphology of thin 

films samples was investigated. It was found that the films surface tends to be 

homogenous with increasing thicknesses and the temperature treatment. The 

temperature-dependent resistivity of as-deposited and annealed ZnS thin films measured 

in the range 39˚C – 240˚C reveals the semiconductor behavior. The electrical resistivity 

of the samples decreases with increasing of films thickness. The activation energy of the 

films also was evaluated at a low and high temperature and it was found that, both the 

activation energy and energy gap decreases with increasing the films thickness. ZnS thin 

films have a high absorption in the UV region. The optical energy gaps of thin films 



were determined from the absorption values and were shown to vary from 3.26 eV to 

3.90 eV. 

 


